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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１金属層を形成し、前記第１金属層上に第１マスクを用いて第１フォトレジ
ストパターンを形成する段階と、
　前記第１フォトレジストパターンを用いて前記第１金属層をパターニングして前記基板
上にゲート電極を形成する段階と、
　前記基板上に絶縁層、シリコン層及びエッチストッパー層を形成する段階と、
　第２マスクを用いて前記エッチストッパー層上に異なる厚さを有する第２フォトレジス
トパターンを形成する段階と、
　前記第２フォトレジストパターンを用いて前記絶縁層、シリコン層及びエッチストッパ
ー層をパターニングしてアクティブパターン及び予備エッチストッパーを形成する段階と
、
　前記第２フォトレジストパターンをアッシングして第３フォトレジストパターンを形成
する段階と、
　前記第３フォトレジストパターンを用いて前記予備エッチストッパーをパターニングし
てエッチストッパーを形成する段階と、
　前記第３フォトレジストパターン及び前記エッチストッパーを含む前記基板上にオーミ
ックコンタクト層及び第２金属層を形成する段階と、
　前記第３フォトレジストパターン並びに該第３フォトレジストパターン上の前記オーミ
ックコンタクト層及び前記第２金属層を選択的に除去する段階と、
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　第３マスクを用いて前記基板上に第４フォトレジストパターンを形成する段階と、
　前記第４フォトレジストパターンを用いて残りの第２金属層をパターニングしてソース
電極及びドレイン電極を形成する段階と、
　前記第４フォトレジストパターンをアッシングして第５フォトレジストパターンを形成
する段階と、
　前記基板上に透明導電層を形成する段階と、
　前記第５フォトレジストパターン及び該第５フォトレジストパターン上の前記透明導電
層を選択的に除去して画素電極を形成する段階と
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　チャネル形成部分に対応する前記第２フォトレジストパターンが、前記ソース及びドレ
イン電極に対応する前記第２フォトレジストパターンよりも相対的に厚いことを特徴とす
る請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記エッチストッパーが前記アクティブパターンのチャネル形成部分を覆うことを特徴
とする請求項２に記載の製造方法。
【請求項４】
　薄膜トランジスタ部、データライン部、ゲートパッド部、及びデータパッド部が定義さ
れた絶縁基板を準備する段階と、
　前記基板上に第１金属層を形成し、前記第１金属層上に第１マスクを利用して第１フォ
トレジストパターンを形成する段階と、
　前記第１フォトレジストパターンを用いて前記第１金属層をパターニングして、該薄膜
トランジスタ部に形成されたゲート電極及び該ゲートパッド部に形成されたゲートパッド
を含むように前記絶縁基板上にゲートラインを形成する段階と、
　前記第１フォトレジスタパターンが除去される前記絶縁基板上に絶縁層、シリコン層及
びエッチストッパー層を形成する段階と、
　第２マスクを利用して前記エッチストッパー層上に異なる厚さを有する第２フォトレジ
ストパターンを形成する段階と、
　前記第２フォトレジストパターンを用いて前記絶縁層、シリコン層及びエッチストッパ
ー層をパターニングしてアクティブパターン及び予備エッチストッパーを形成する段階と
、
　前記第２フォトレジストパターンをアッシングして第３フォトレジストパターンを形成
する段階と、
　前記第３フォトレジストパターンを用いて前記予備エッチストッパーをパターニングし
てエッチストッパーを形成する段階と、
　第３マスクを利用して前記薄膜トランジスタ部にソース電極及びドレイン電極を含むデ
ータラインを形成し、前記データパッド部にデータパッドを形成する段階と、
　前記ドレイン電極に接続される画素電極を形成する段階と
を含み、
　チャネル形成部分に対応する前記第２フォトレジストパターンが、前記ソース及びドレ
イン電極に対応する前記第２フォトレジストパターンよりも相対的に厚く、
　前記ゲートパッド部に対応する前記第２フォトレジストパターンが、前記データライン
部及び前記データパッド部に対応する前記第２フォトレジストパターンよりも相対的に厚
く、
　前記ソース及びドレイン電極を形成する段階が、
　前記第３フォトレジストパターン及び前記エッチスストッパーを含む前記絶縁基板上に
第２金属層を形成する段階と、
　前記第３フォトレジストパターン上に位置する前記第２金属層とともに前記第３フォト
レジストパターンを選択的に除去する段階と、
　前記第３マスクを利用して前記絶縁基板上に第４フォトレジストパターンを形成する段
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階であって、前記第４フォトレジストパターンは前記ドレイン電極に対応する相対的に薄
い部分を有する、段階と、
　前記第４フォトレジストパターンを利用して残りの第２金属層をパターニングして、前
記薄膜トランジスタ部に形成されたソース及びドレイン電極並びに前記データパッド部に
形成されたデータパッドを含むデータラインを形成する段階と
を含み、
　前記画素電極を形成する段階が、
　前記第４フォトレジストパターンをアッシングすることによって第５フォトレジストパ
ターンを形成する段階であって、該第５フォトレジストパターンは前記第４フォトレジス
トパターンの相対的に薄い部分を除去することによって形成される、段階と、
　前記第５フォトレジストパターンを含む前記絶縁基板上に透明導電層を形成する段階と
、
　前記第５フォトレジストパターン上に位置する前記透明導電層とともに前記第５フォト
レジストパターンを選択的に除去して画素電極を形成する段階と
を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記残りの第２金属層をウエットエッチング処理でパターニングする段階をさらに備え
る請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記第２金属層を形成する段階の前に、前記第３フォトレジストパターン及び前記エッ
チストッパーを含む前記絶縁基板上にオーミックコンタクト層を形成する段階をさらに備
える請求項４に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記第５フォトレジストパターン及び前記透明導電層をリフトオフする段階をさらに備
える請求項４に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフラットパネルディスプレイに使用される薄膜トランジスタの製造方法に関し
、より詳しくは、マスク数を節減し得るフラットパネルディスプレイに使用される薄膜ト
ランジスタの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、映像表示装置に関する関心が高まって携帯可能な情報媒体を利用しようとする要
求が高まりつつあり、従来の表示装置のブラウン管（ＣＲＴ）に代わる軽量薄型のフラッ
トパネルディスプレイ（ＦＰＤ）に対する研究及び商品化が活発に行われている。特に、
このようなフラットパネルディスプレイのうち液晶表示装置は液晶の光学的な異方性を利
用して画像を表現する装置であり、解像度、カラー表示、及び画質などに優れるためノー
トブックやデスクトップモニタなどに適用されている。
【０００３】
  前記液晶表示装置は、第１基板であるカラーフィルタ基板と、第２基板であるアレイ基
板と、前記カラーフィルタ基板とアレイ基板間に形成された液晶層とから構成される。前
記液晶表示装置のスイッチング素子としては一般的に薄膜トランジスタを含むアレイ基板
の製作に複数のマスク工程（すなわち、フォトリソグラフィ工程）を必要とするため、生
産性面で前記マスク工程数を減らす方法が研究されている。
【０００４】
  図３は一般的な薄膜トランジスタアレイ基板の一部を示す平面図であり、図３のＩ－Ｉ
´線は薄膜トランジスタ部及びデータ配線部を、II－II´線はデータパッド部を、III－I
II´線はゲートパッド部をそれぞれ示す。また、図４ａ～図４ｅは図３のＩ－Ｉ´線、II
－II´線、III－III´線の工程別断面図であり、４マスクを使用して液晶表示素子を製造
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する工程を示す図である。
【０００５】
  図３及び図４ａに示すように、チャネル領域、データライン部、ゲートパッド部、及び
データパッド部がそれぞれ定義された絶縁基板１を提供する。該絶縁基板１はガラスなど
の透明な基板であり得る。該絶縁基板１上に第１金属膜３を形成する。該第１金属膜３上
に所定の第１マスク３１を形成する。該第１マスク３１はフォトレジストパターンであり
得る。
【０００６】
  図３及び図４ｂに示すように、前記第１マスクを利用して前記第１金属膜をパターニン
グしてゲート配線３Ｐを形成する。該ゲート配線３Ｐは基板１上の一方向に延長されるが
、一端部にはゲートパッド３Ｐ１を、そして、薄膜トランジスタ部にはゲート電極３Ｐ２
を含む。次いで、前記第１マスクを除去する。
【０００７】
  次いで、前記第１マスクが除去された基板１上にゲート酸化膜５、シリコン層７、及び
第２金属膜９を順次形成する。該第２金属膜９は前記第１金属膜とエッチング選択比が異
なる金属を利用することができる。前記第２金属膜９を有する基板１上に所定の第２マス
ク３３を形成する。該第２マスク３３はフォトレジストパターンであり得る。
【０００８】
  図３及び図４ｃに示すように、前記第２マスクを利用して前記第２金属膜及びシリコン
層をパターニングしてアクティブ層７Ｐ及びデータ配線９Ｐを形成する。該データ配線９
Ｐは前記ゲート配線３Ｐと直交して画素領域Ａを定義し、データパッド部にデータパッド
９Ｐ１を、そして、チャネル領域にソース/ドレイン電極９Ｐ２、９Ｐ３を含む。そして
、前記第２マスクを除去する。
【０００９】
  その後、前記第２マスクが除去された基板１上に保護膜１１を形成する。そして、該保
護膜１１を含む基板１上に所定の第３マスク３５を形成する。
【００１０】
  図３及び図４ｄに示すように、前記第３マスクを利用して前記保護膜１１をパターニン
グして前記チャネル領域のドレイン電極９Ｐ３を露出するコンタクトホール１１Ｈを形成
する。前記保護膜をエッチングして前記チャネル領域にドレイン電極９Ｐ３を露出するコ
ンタクトホール１１Ｈを形成する時、前記ゲートパッド部では保護膜１１だけではなく、
ゲート酸化膜までエッチングされて前記ゲートパッド３Ｐ１を露出するコンタクトホール
が形成され、前記データパッド部ではデータパッド９Ｐ１が過度エッチングされて該デー
タパッド９Ｐ１下部のゲート酸化膜を露出するコンタクトホールを形成することができる
。次いで、前記第３マスクを除去する。
【００１１】
  次いで、前記第３マスクが除去された基板１上に透明導電膜１５を形成する。そして、
該透明導電膜１５を含む基板１上に所定の第４マスク３７を形成する。該第４マスク３７
は後工程で画素電極を形成するためのものである。
【００１２】
  図３及び図４ｅに示すように、前記第４マスクを利用して前記透明導電膜をパターニン
グし、前記コンタクトホール１１Ｈを介して前記ドレイン電極９Ｐ３と接触する画素電極
１５Ｐを形成する。ここで、該画素電極１５Ｐは前記ゲートパッド部及びデータパッド部
内の各コンタクトホールを覆うことができる。次いで、前記第４マスクを除去する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　このように液晶表示素子を製造するためにはゲート電極を形成するための第１マスク、
アクティブ層及びソース/ドレイン電極を形成するための第２マスク、コンタクトホール
を形成するための第３マスク、並びに画素電極を形成するための第４マスクの全４つのマ
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スクを必要とする。従って、一般的に液晶表示素子を製造するためには複数の工程が要求
され、また、工程数が増加するにつれて材料費などの工程コストが上昇するという問題点
があった。
　従って、マスク数を節減して工程を単純化し得る新しい液晶表示素子の製造工程が求め
られている。
【００１４】
　本発明は、マスク数を減らして工程を単純化し得るフラットパネルディスプレイに使用
される薄膜トランジスタの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するため、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、第１マスクでゲー
ト電極を形成する段階と、第２マスクでアクティブパターンとフォトレジストパターンを
形成する段階と、エッチストッパーの幅に対応する幅だけ前記フォトレジストパターンを
アッシングする段階と、前記アッシングされたフォトレジストパターン下部の絶縁膜をパ
ターニングしてエッチストッパーを形成する段階と、第３マスクでソース電極とドレイン
電極を形成する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１６】
  また、本発明の薄膜トランジスタの他の製造方法は、絶縁基板上にゲート電極を形成す
る段階と、エッチストッパーがチャネル形成領域を覆うように前記ゲート電極上部にアク
ティブ層とエッチストッパーを形成する段階と、前記エッチストッパーを含む絶縁基板の
全面に導電膜を形成する段階と、前記導電膜を選択的にエッチングして前記エッチストッ
パーを露出させる段階と、残っている導電膜をエッチングして前記エッチストッパーの両
側にソース電極とドレイン電極を形成する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
  また、本発明の液晶表示装置の製造方法は、薄膜トランジスタ部、データライン部、ゲ
ートパッド部、及びデータパッド部が定義された絶縁基板を準備する段階と、第１マスク
を利用して、該薄膜トランジスタ部に形成されたゲート電極と該ゲートパッド部に形成さ
れたゲートパッドとを含むように前記絶縁基板上にゲートラインを形成する段階と、第２
マスクを利用してアクティブ層とフォトレジストパターンを形成する段階と、エッチスト
ッパーの幅に対応する幅だけ前記フォトレジストパターンをアッシングする段階と、前記
アッシングされたフォトレジストパターン下部の絶縁膜をパターニングしてエッチストッ
パーを形成する段階と、第３マスクを利用して前記薄膜トランジスタ部にソース電極とド
レイン電極を含むデータラインを形成して前記データパッド部にデータパッドを形成する
段階と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、リフトオフ法を適用した３マスク工程により液晶表示素子を製造する
ことができる。本発明は薄膜トランジスタ部のアクティブ層上に保護膜の役割を果たすエ
ッチストッパーを形成することにより、薄膜トランジスタのオフ電流を低くして信頼性を
確保することができ、実際に保護膜の形成及びコンタクト工程を省略することができる。
従って、本発明の３マスク工程を適用すると、従来の４マスク工程に比べて、マスク形成
のためのフォト工程、ストリップ工程、洗浄工程などを省略することができて工程が単純
化し、その結果、製造コストが節減されるという効果がある。また、生産効率が増大する
という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照して本発明によるフラットパネルディスプレイに使用される薄膜
トランジスタの製造方法の好ましい実施形態について詳細に説明する。
【００２０】
  図１は本発明による薄膜トランジスタアレイ基板の一部を示す平面図であり、図１のIV
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－IV´線は薄膜トランジスタ部及びデータ配線部を、Ｖ－Ｖ´線はデータパッド部を、VI
－VI´線はゲートパッド部をそれぞれ示す。また、図２ａ～図２ｉは図１のIV－IV´線、
Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図であり、３マスクを使用して本発明による液晶表
示素子を製造する工程を示す図である。
【００２１】
  図１及び図２ａに示すように、薄膜トランジスタ部、データ配線部、ゲートパッド部、
及びデータパッド部がそれぞれ定義された絶縁基板５１を提供する。該絶縁基板５１はガ
ラスなどの透明な基板であり得る。該絶縁基板５１上に第１金属膜５３を形成する。該第
１金属膜５３はアルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（ＡｌＮｄ）、タングステン（
Ｗ）、クロム（Ｃｒ）などを含む導電性金属グループから選択された少なくとも１つであ
り得る。
  ここで、前記第１金属膜５３はスパッタリング方法で形成することができる。
【００２２】
  また、前記第１金属膜５３上に所定の第１マスクＭ１を利用して第１フォトレジストパ
ターン８１を形成する。前記第１マスクＭ１は後工程でゲートパッド、ゲート電極が備え
られたゲート配線を形成するためのものである。
【００２３】
  図１及び図２ｂに示すように、前記第１フォトレジストパターン８１を利用して前記第
１金属膜をパターニングしてゲート配線５３Ｐを形成する。該ゲート配線５３Ｐは基板５
１上の一方向に延長され、一端部にはゲートパッド５３Ｐ１を、そして、薄膜トランジス
タ部にはゲート電極５３Ｐ２を備える。次いで、前記第１フォトレジストパターンを除去
する。次いで、前記第１フォトレジストパターンが除去された基板５１上にゲート酸化膜
５４、シリコン層５５、及び絶縁膜５７を順次形成する。前記シリコン層５５は非晶質(
アモルファス)シリコン層と高濃度の不純物がドーピングされた非晶質シリコン層を順次
積層して形成することができる。前記絶縁膜５７は後工程でエッチストッパーを形成する
ためのものである。
【００２４】
  その後、前記絶縁膜５７を有する基板５１上にフォトレジスト膜８３を塗布する。ここ
で、該フォトレジスト膜８３はポジ型フォトレジスト膜及びネガ型フォトレジスト膜のい
ずれか１つを利用することができる。ここでは、便宜上ポジ型フォトレジスト膜が使用さ
れる例について説明する。
【００２５】
  そして、前記フォトレジスト膜８３を有する基板５１上部に第２マスクである回折マス
ク（又は、ハーフトーンマスク）９０を準備する。該回折マスク９０には光を全て透過す
る透過領域Ａ１と、光を一部のみ透過する半透過領域Ａ２、及び光を遮断する遮断領域Ａ
３が備えられている。
  その後、前記回折マスク９０を利用して光を選択的に前記フォトレジスト膜８３に照射
する。
【００２６】
  図１及び図２ｃに示すように、前記回折マスクを介して露光されたフォトレジスト膜を
現像する。その結果、前記回折マスクの透過領域を介して光が照射された部位はフォトレ
ジスト膜が全て除去され、半透過領域及び遮断領域を介して光が照射された部位はフォト
レジスト膜が一部又は全部残留し、第２フォトレジストパターン８３Ｐ１が形成される。
該第２フォトレジストパターン８３Ｐ１は厚さが異なるフォトレジストパターンであり得
る。具体的には、前記第２フォトレジストパターン８３Ｐ１は薄膜トランジスタ部ではチ
ャネルが形成される部位及び前記ゲートパッド部ではフォトレジスト膜が相対的に厚く形
成され、前記データ配線部及びデータパッド部ではフォトレジスト膜が相対的に薄く形成
されるようにパターニングされる。
【００２７】
  図１及び図２ｄに示すように、前記第２フォトレジストパターンを利用して前記絶縁膜
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、シリコン層、及びゲート酸化膜をパターニングする。その結果、薄膜トランジスタ部に
は順次アクティブ層５５Ｐ及び絶縁パターン５７Ｐが形成される。次いで、前記第２フォ
トレジストパターンをアッシング処理して薄膜トランジスタ部及びゲートパッド部にのみ
選択的に残留する第３フォトレジストパターン８３Ｐ２を形成する。すなわち、該第３フ
ォトレジストパターン８３Ｐ２は第２フォトレジストパターンにおいて相対的に厚さが厚
い部分のみが残留し、そうでない部位は全て除去される。
【００２８】
  図１及び図２ｅに示すように、前記第３フォトレジストパターン８３Ｐ２をマスクとし
て利用して前記薄膜トランジスタ部に残留した絶縁パターンをパターニングしてエッチス
トッパー５７Ｐ２を形成する。ここで、前記ゲートパッド部は前記第３フォトレジストパ
ターン８３Ｐ２により覆われているため、パターニング工程が行われない。また、前記デ
ータ配線部及びデータパッド部には前記第３フォトレジストパターンが存在しないために
絶縁パターンが全て除去される。
【００２９】
  次いで、前記第３フォトレジストパターン及び前記絶縁パターンを有する基板５１上に
オーミックコンタクト層５９及び第２金属膜６１を順次形成する。該第２金属膜６１は第
１金属膜とエッチング選択比が異なる物質を利用することができる。前記第２金属膜６１
はモリブデン（Ｍｏ）又はモリブデン合金などを含む導電性金属グループから選択された
少なくとも１つであり得る。前記第２金属膜６１は蒸着やスパッタリング方法で形成する
ことができる。
【００３０】
  図１及び図２ｆに示すように、前記第３フォトレジストパターン及び該第３フォトレジ
ストパターン上部の前記第２金属膜及びオーミックコンタクト層を選択的に除去する。前
記第３フォトレジストパターン及び該第３フォトレジストパターン上部の前記第２金属膜
及びオーミックコンタクト層を選択的に除去するにはリフトオフ法を利用することができ
る。その結果、前記第３フォトレジストパターンが覆っていた薄膜トランジスタ部及びゲ
ートパッド部のエッチストッパー上には第２金属膜及びオーミックコンタクト層が存在し
なくなる。
【００３１】
  その後、前記結果の基板５１の全面に第４フォトレジストパターン８５を形成する。該
第４フォトレジストパターン８５は第２マスクである回折マスクＭ３を適用した厚さが異
なるフォトレジストパターンであり得る。前記第４フォトレジストパターン８５の形成は
前記第２フォトレジストパターンと同一の方法で行われる。すなわち、第４フォトレジス
トパターン８５は前記結果の基板５１の全面にフォトレジスト膜を塗布し、前記回折マス
クＭ３を介した前記フォトレジスト膜の露光及び現像工程を経て形成される。その結果、
前記第４フォトレジストパターン８５は、前記ゲートパッド部の所定部位が開口するが、
全体的にフォトレジスト膜が厚く形成され、前記薄膜トランジスタ部のドレイン電極が形
成される部位、前記データ配線部、及びデータパッド部にはフォトレジスト膜が相対的に
薄く形成されるようにパターニングされる。
【００３２】
  図１及び図２ｇに示すように、前記第４フォトレジストパターンを利用して前記残留し
た第２金属膜及びオーミックコンタクト層をエッチングしてデータ配線６１Ｐを形成する
。該データ配線６１Ｐは前記ゲート配線５３Ｐと直交して画素領域Ｂを定義し、前記デー
タパッド部にはデータパッド６１Ｐ１が、そして、前記薄膜トランジスタ部にはソース/
ドレイン電極６１Ｐ２、６１Ｐ３がそれぞれ備えられる。
【００３３】
  図１及び図２ｈに示すように、前記第４フォトレジストパターンをアッシングして第５
フォトレジストパターン８５Ｐを形成する。そして、該第５フォトレジストパターン８５
Ｐを有する基板５１上に透明導電膜６３を形成する。該透明導電膜６３はインジウムスズ
酸化物又はインジウム亜鉛酸化物のいずれか１つであり得る。
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  図１及び図２ｉに示すように、前記第５フォトレジストパターン及び該第５フォトレジ
ストパターン上の透明導電膜を選択的に除去して前記ドレイン電極６１Ｐ３と接続される
画素電極６３Ｐを形成する。ここで、該画素電極６３Ｐは前記ゲートパッド部及びデータ
パッド部内のそれぞれのコンタクトホールを覆うことができる。前記第５フォトレジスト
パターン及び該第５フォトレジストパターン上の透明導電膜を選択的に除去するにはリフ
トオフ法を適用することができる。本発明においては、薄膜トランジスタ部のアクティブ
層上に保護膜の役割を果たすエッチストッパーを形成する。従って、前記薄膜トランジス
タのオフ電流を低くすることにより信頼性を確保することができる。また、保護膜の形成
及びコンタクト工程を省略することができるので工程を単純化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の一部を示す平面図である
。
【図２ａ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｂ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｃ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｄ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｅ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｆ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｇ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｈ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図２ｉ】図１のIV－IV´線、Ｖ－Ｖ´線、VI－VI´線の工程別断面図である。
【図３】一般的な薄膜トランジスタアレイ基板の一部を示す平面図である。
【図４ａ】図３のＩ－Ｉ´線、II－II´線、III－III´線の工程別断面図である。
【図４ｂ】図３のＩ－Ｉ´線、II－II´線、III－III´線の工程別断面図である。
【図４ｃ】図３のＩ－Ｉ´線、II－II´線、III－III´線の工程別断面図である。
【図４ｄ】図３のＩ－Ｉ´線、II－II´線、III－III´線の工程別断面図である。
【図４ｅ】図３のＩ－Ｉ´線、II－II´線、III－III´線の工程別断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
５１　絶縁基板
５３　第１金属膜
５３Ｐ　ゲート配線
５３Ｐ１　ゲートパッド
５３Ｐ２　ゲート電極
５４　ゲート酸化膜
５５　シリコン層
５７　絶縁膜
８１　第１フォトレジストパターン
８３　フォトレジスト膜
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